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(54) Bezeichnung: HALBLEITERBAUTEIL

(57) Zusammenfassung: Ein Halbleiterbauteil weist ein
Halbleiterelement, einen ersten Anschluss, der einen Die-
Pad-Abschnitt und einen ersten Terminal-Abschnitt auf-
weist, und ein Dichtungsharz auf. Eine erste Anschlussriick-
oberflache ist gegeniiber bzw. von einer zweiten Harzober-
flache freigelegt. Der erste Terminal-Abschnitt weist einen
ersten Abschnitt, der sich ausgehend von einer dritten Harz-
oberflache nach aul3en hin zu einer ersten Seite in einer x-
Richtung erstreckt, einen zweiten Abschnitt, der auf einer
ersten Seite in einer z-Richtung in Bezug auf den ersten
Abschnitt angeordnet ist und zum Montieren verwendet
wird, und einen dritten Abschnitt, der zwischen dem ersten
Abschnitt und dem zweiten Abschnitt angeordnet ist, auf.
Der zweite Abschnitt (iberlappt mit dem Dichtungsharz bei
einer Betrachtung in der z-Richtung.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halblei-
terbauteil.

STAND DER TECHNIK

[0002] Patentdokument 1 offenbart ein Beispiel flr
ein Halbleiterbauteil, das einen ersten Anschluss
mit einem ersten Pad mit einer Pad-Vorderoberfla-
che und einer Pad-Rickoberflache, einen zweiten
Anschluss, einen dritten Anschluss, ein auf der
Pad-Vorderoberflache montiertes Halbleiterelement
und ein mit der Pad-Vorderoberflache in Kontakt ste-
hendes und das Halbleiterelement bedeckendes
Dichtungsharz aufweist. Der erste Anschluss, der
zweite Anschluss und der dritte Anschluss weisen
jeweils ein erstes Terminal, ein zweites Terminal
und ein drittes Terminal auf, die sich in die gleiche
Richtung erstrecken. Das erste Terminal, das zweite
Terminal und das dritte Terminal sind in Durchgangs-
I6cher einer Leiterplatte oder dergleichen eingesetzt
bzw. eingeflihrt, wodurch das Halbleiterbauteil auf
der Leiterplatte montiert ist. In dem Fall, in dem das
Halbleiterbauteil an einer Warmesenke angebracht
ist, kann eine Isolierfolie (,insulating sheet) zwi-
schen der Pad-Rickoberflache und der Warme-
senke vorgesehen sein.

DOKUMENT DES STANDES DER TECHNIK
Patentdokument
[0003] Patentdokument 1: JP-A-2017-174951
UBERBLICK UBER DIE ERFINDUNG
Von der Erfindung zu lI6sendes Problem

[0004] Es gibt Falle, in denen ein Halbleiterbauteil
auf einer Leiterplatte oder &hnlichem oberflachen-
montiert werden muss, anstatt es durch Einsetzen
eines Anschlussabschnitts in die Leiterplatte zu mon-
tieren.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung
ist es, ein gegenuber herkdmmlichen Halbleiterbau-
teilen verbessertes Halbleiterbauteil bereitzustellen.
Insbesondere ist es in Anbetracht der vorstehend
beschriebenen Umstande eine Aufgabe der vorlie-
genden Offenbarung, ein Halbleiterbauteil bereitzu-
stellen, das oberflachenmontierbar ist.

Mittel zum Lésen des Problems
[0006] Gemall einem Aspekt der vorliegenden

Offenbarung weist ein Halbleiterbauteil auf: ein Halb-
leiterelement; einen ersten Anschluss mit einem Die-
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Pad-Abschnitt und einem ersten Terminal-Abschnitt,
wobei der Die-Pad-Abschnitt eine erste Anschluss-
vorderoberflache, die einer ersten Seite in einer
Dickenrichtung zugewandt ist und auf der das Halb-
leiterelement montiert ist, und eine erste Anschluss-
ruckoberflache, die einer zweiten Seite in der Dicken-
richtung zugewandt ist, aufweist; und ein
Dichtungsharz (,sealing resin“) mit einer ersten Harz-
oberflache, die der ersten Seite in der Dickenrichtung
zugewandt ist, einer zweiten Harzoberflache, die der
zweiten Seite in der Dickenrichtung zugewandt ist,
und einer dritten Harzoberflache, die einer ersten
Seite in einer ersten Richtung senkrecht zu der
Dickenrichtung zugewandt ist, wobei das Dichtungs-
harz das Halbleiterelement und einen Abschnitt des
Die-Pad-Abschnitts bedeckt. Die erste Anschluss-
rickoberflache ist gegenliber bzw. von der zweiten
Harzoberflache freigelegt. Der erste Terminal-
Abschnitt weist einen ersten Abschnitt, der sich aus-
gehend von der dritten Harzoberflache nach aufien
hin zu der ersten Seite in der ersten Richtung
erstreckt, einen zweiten Abschnitt, der auf der ersten
Seite in der Dickenrichtung in Bezug auf den ersten
Abschnitt angeordnet ist und zum Montieren bzw. zur
Montage verwendet wird, und einen dritten
Abschnitt, der zwischen dem ersten Abschnitt und
dem zweiten Abschnitt angeordnet ist, auf. Der
zweite Abschnitt Uberlappt mit dem Dichtungsharz
bei einer Betrachtung in der Dickenrichtung.

Vorteile der Erfindung

[0007] Mit der vorstehend beschriebenen Konfigura-
tion ist es moglich, ein Halbleiterbauteil bereitzustel-
len, das oberflachenmontierbar ist.

[0008] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachstehenden detail-
lierten Beschreibung unter Bezugnahme auf die bei-
gefligten Zeichnungen ersichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Halbleiterbauteils gemaf einer ersten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung.

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht des Halb-
leiterbauteils gemal der ersten Ausflihrungs-
form der vorliegenden Offenbarung.

Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die
Hauptteile des Halbleiterbauteils gemal der
ersten Ausflhrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, die
Hauptteile des Halbleiterbauteils gemal der
ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.
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Fig. 5 ist eine Draufsicht auf das Halbleiterbau-
teil gemaR der ersten Ausfihrungsform der vor-
liegenden Offenbarung.

Fig. 6 ist eine Unteransicht des Halbleiterbau-
teils gemal der ersten Ausfihrungsform der
vorliegenden Offenbarung.

Fig. 7 ist eine Vorderansicht des Halbleiterbau-
teils gemal der ersten Ausfiihrungsform der
vorliegenden Offenbarung.

Fig. 8 ist eine Draufsicht, die Hauptteile des
Halbleiterbauteils gemal der ersten Ausfiih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung zeigt.

Fig. 9 ist eine Unteransicht, die Hauptteile des
Halbleiterbauteils gemal der ersten Ausfiih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung zeigt.

Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie X-X in Fig. 9.

Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XI-XI in Fig. 9.

Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XII-XII in Fig. 9.

Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XIII-XIII in Fig. 9.

Fig. 14 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Verwendungszustand des Halbleiterbauteils
gemal der ersten Ausfiihrungsform der vorlie-
genden Offenbarung zeigt.

Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht, die eine
erste Variation des Halbleiterbauteils geman
der ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Verwendungszustand der ersten Variante des
Halbleiterbauteils gemal der ersten Ausfiih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung zeigt.

Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
zweite Variation des Halbleiterbauteils geman
der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 18 ist eine Querschnittsansicht, die die
zweite Variation des Halbleiterbauteils gemaf
der ersten Ausflihrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 19 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
dritte Variation des Halbleiterbauteils gemaf der
ersten Ausfihrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht, die die
dritte Variation des Halbleiterbauteils gemafn
der ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.
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Fig. 21 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
vierte Variation des Halbleiterbauteils geman
der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 22 ist eine Querschnittsansicht, die die
vierte Variation des Halbleiterbauteils geman
der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 23 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
finfte Variation des Halbleiterbauteils geman
der ersten Ausflhrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 24 ist eine Querschnittsansicht, die die
finfte Variation des Halbleiterbauteils gemaf
der ersten Ausfiuhrungsform der vorliegenden
Offenbarung zeigt.

Fig. 25 ist eine Querschnittsansicht, die ein
Halbleiterbauteil gemal einer zweiten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung zeigt.

Fig. 26 ist eine Draufsicht, die Hauptteile eines
Halbleiterbauteils gemaf einer dritten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung zeigt.

Fig. 27 ist eine Querschnittsansicht, die ein
Halbleiterbauteil gemaR einer vierten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung zeigt.

MODUS ZUM AUSFUHREN DER ERFINDUNG

[0009] Nachstehend werden bevorzugte Ausfiih-
rungsformen der vorliegenden Erfindung im Detail
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie-
ben.

[0010] Die Begriffe wie ,erster, ,zweiter und ,drit-
ter* werden in der vorliegenden Erfindung lediglich
zur ldentifizierung verwendet und sollen den Gegen-
stéanden, auf die sich diese Begriffe beziehen, keine
Ordnung bzw. Reihenfolge auferlegen.

[0011] In der vorliegenden Offenbarung umfassen
die Formulierungen ,ein Objekt A ist in einem Objekt
B ausgebildet® und ,ein Objekt A ist auf einem Objekt
B ausgebildet®, sofern nicht anders angegeben, ,ein
Objekt A ist direkt bzw. unmittelbar in/auf einem
Objekt B ausgebildet” und ,ein Objekt A ist in/auf
einem Objekt B ausgebildet, wobei ein weiteres
Objekt zwischen dem Objekt A und dem Objekt B
angeordnet ist“. Ebenso umfassen die Formulierun-
gen "ein Objekt A ist in einem Objekt B angeordnet
(,disposed”)" und ,ein Objekt A ist auf einem Objekt B
angeordnet®, sofern nicht anders angegeben, ,ein
Objekt A ist direkt bzw. unmittelbar in/auf einem
Objekt B angeordnet® und ,ein Objekt A ist in/auf
einem Objekt B angeordnet, wobei ein weiteres
Objekt zwischen dem Objekt A und dem Objekt B
angeordnet ist“. Ebenso umfasst die Formulierung
.ein Objekt A ist auf einem Objekt B angeordnet



DE 11 2022 004 054 TS 2024.08.01

(,located®)", sofern nicht anders angegeben, ,ein
Objekt A ist auf einem Objekt B in Kontakt mit dem
Objekt B angeordnet® und ,ein Objekt A ist auf einem
Objekt B angeordnet, wobei ein weiteres Objekt zwi-
schen dem Objekt A und dem Objekt B angeordnet
ist. DarUber hinaus umfasst die Formulierung ,ein
Objekt A Gberlappt mit einem Objekt B bei Betrach-
tung in einer bestimmten Richtung“, sofern nicht
anders angegeben, ,ein Objekt A Gberlappt mit der
Gesamtheit eines Objekts B* und ,ein Objekt A Uber-
lappt mit einem Abschnitt eines Objekts B“. Ferner ist
die Formulierung ,eine Ebene A ist (einer ersten
Seite oder einer zweiten Seite) in einer Richtung B
zugewandt nicht auf den Fall beschrénkt, dass der
Winkel der Ebene A in Bezug auf die Richtung B 90°
betragt, sondern umfasst auch den Fall, dass die
Ebene A gegeniber der Richtung B geneigt ist.

Erste Ausfihrungsform:

[0012] Die Fig. 1 bis 14 zeigen ein Halbleiterbauteil
gemal einer ersten Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung. Ein Halbleiterbauteil A10 gemal
der vorliegenden Ausflihrungsform weist ein leitfahi-
ges Element 10, ein Halbleiterelement 20, Verbin-
dungselemente 31, 32 und 33 sowie ein Dichtungs-
harz 40 auf. In diesen Figuren ist eine z-Richtung ein
Beispiel fur eine ,Dickenrichtung®, eine x-Richtung ist
ein Beispiel fur eine ,erste Richtung® und eine y-Rich-
tung ist ein Beispiel flr eine ,zweite Richtung*.

Leitfahiges Element 10:

[0013] Das leitfahige Element 10 bildet einen Lei-
tungspfad zu dem Halbleiterelement 20. Das leitfa-
hige Element 10 der vorliegenden Ausfihrungsform
weist einen ersten Anschluss 11, einen zweiten
Anschluss 12, einen dritten Anschluss 13 und einen
vierten Anschluss 14 auf. Das Material des ersten
Anschlusses 11, des zweiten Anschlusses 12, des
dritten Anschlusses 13 und des vierten Anschlusses
14 ist nicht besonders eingeschrankt und kann Kup-
fer (Cu) oder eine Kupferlegierung enthalten. Geeig-
nete Abschnitte des ersten Anschlusses 11, des
zweiten Anschlusses 12, des dritten Anschlusses
13 und des vierten Anschlusses 14 konnen mit
einem Metall wie Silber (Ag), Nickel (Ni) oder Zinn
(Sn) plattiert sein.

Erster Anschluss 11:

[0014] Wie in den Fig. 1 bis 14 gezeigt, weist der
erste Anschluss 11 einen Die-Pad-Abschnitt 111
und eine Mehrzahl von ersten Terminal-Abschnitten
112 auf. Der Die-Pad-Abschnitt 111 weist eine erste
Anschlussvorderoberflaiche 1111, eine erste
Anschlussriickoberflache 1112 und eine erste
Anschlussseitenoberflache 1113 auf. Die erste
Anschlussvorderoberflache 1111 ist einer ersten
Seite in der z-Richtung zugewandt. Die erste
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Anschlussriickoberflache 1112 ist einer zweiten
Seite in der z-Richtung zugewandt. Das Halbleiter-
element 20 ist auf der ersten Anschlussvorderober-
flache 1111 montiert.

[0015] Die erste Anschlussseitenoberflache 1113 ist
in der z-Richtung zwischen der ersten Anschlussvor-
deroberflache 1111 und der ersten Anschlussriick-
oberflache 1112 angeordnet und ist in der x-Richtung
einer ersten Seite zugewandt. Die Form der ersten
Anschlussseitenoberflache 1113 ist nicht besonders
eingeschrankt und ist in dem dargestellten Beispiel
bei einer Betrachtung in der x-Richtung rechteckig.

[0016] Der Die-Pad-Abschnitt 111 der vorliegenden
Ausfihrungsform weist des Weiteren eine erste Zwi-
schenoberflache 1114 auf. Die erste Zwischenober-
flache 1114 ist in der z-Richtung zwischen der ersten
Anschlussvorderoberflache 1111 und der ersten
Anschlussrickriickoberflache 1112 angeordnet und
ist der ersten Seite in der z-Richtung zugewandt
(der gleichen Seite wie die Seite, der die erste
Anschlussriickoberflache 1112 zugewandt ist).

[0017] Die Form des Die-Pad-Abschnitts 111 ist
nicht besonders eingeschrankt. In dem dargestellten
Beispiel weist der Die-Pad-Abschnitt 111 bei einer
Betrachtung in der z-Richtung eine rechteckige
Form auf. Die Form jeder der ersten Anschlussvor-
deroberflache 1111 und der ersten Anschlussriick-
oberflache 1112 ist nicht besonders eingeschrankt
und ist dem dargestellten Beispiel bei einer Betrach-
tung in der z-Richtung rechteckig.

[0018] Die ersten Terminal-Abschnitte 112 sind in
der y-Richtung ausgerichtet bzw. aufgereiht. Jeder
der ersten Terminal-Abschnitte 112 weist einen ers-
ten Abschnitt 1121, einen zweiten Abschnitt 1122
und einen dritten Abschnitt 1123 auf.

[0019] Der erste Abschnitt 1121 ist mit einem Pad-
Abschnitt 121 verbunden. Der erste Abschnitt 1121
erstreckt sich ausgehend von der ersten Anschluss-
seitenoberflaiche 1113 des Die-Pad-Abschnitts 111
hin zu der ersten Seite in der x-Richtung und ist in
dem dargestellten Beispiel parallel (oder im Wesent-
lichen parallel) zu einer xy-Ebene. Die Form des ers-
ten Abschnitts 1121 ist nicht besonders einge-
schrankt und ist in dem dargestellten Beispiel bei
einer Betrachtung in der z-Richtung rechteckig. In
der vorliegenden Ausfihrungsform ist der Die-Pad-
Abschnitt 111 in der z-Richtung gréRer als der erste
Abschnitt 1121. Der erste Abschnitt 1121 ist in der z-
Richtung von der ersten Anschlussrickoberflache
1112 beabstandet und ist in dem dargestellten Bei-
spiel in Kontakt mit der ersten Anschlussvorderober-
flache 1111. Eine Oberflache des ersten Abschnitts
1121 ist bandig mit der ersten Anschlussvorderober-
flache 1111.
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[0020] Der zweite Abschnitt 1122 ist auf der ersten
Seite in der z-Richtung in Bezug auf den ersten
Abschnitt 1121 angeordnet. Der zweite Abschnitt
1122 wird verwendet, wenn das Halbleiterbauteil
A10 auf einer Leiterplatte oder dergleichen oberfla-
chenmontiert ist. Der zweite Abschnitt 1122 erstreckt
sich bei einer Betrachtung in der z-Richtung in der x-
Richtung.

[0021] Der dritte Abschnitt 1123 ist zwischen dem
ersten Abschnitt 1121 und dem zweiten Abschnitt
1122 angeordnet. Der dritte Abschnitt 1123 erstreckt
sich ausgehend von dem ersten Abschnitt 1121 hin
zu der ersten Seite in der z-Richtung. In dem darge-
stellten Beispiel ist der dritte Abschnitt 1123 parallel
(oder im Wesentlichen parallel) zu der z-Richtung.
Die Form des dritten Abschnitts 1123 ist nicht beson-
ders eingeschrankt und ist in dem dargestellten Bei-
spiel bei einer Betrachtung in der x-Richtung recht-
eckig.

[0022] Der zweite Abschnitt 1122 erstreckt sich aus-
gehend von dem dritten Abschnitt 1123 hin zu einer
zweiten Seite in der x-Richtung. In dem dargestellten
Beispiel ist der zweite Abschnitt 1122 gegeniliber der
x-Richtung geneigt, derart, dass er bei Fortschreiten
von dem dritten Abschnitt 1123 hin zu der zweiten
Seite in der x-Richtung, der zweiten Seite in der z-
Richtung ndher kommt. Der zweite Abschnitt 1122
Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Richtung
mit dem ersten Abschnitt 1121. Der zweite Abschnitt
1122 Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Rich-
tung auch mit dem Dichtungsharz 40.

Zweiter Anschluss 12:

[0023] Der zweite Anschluss 12 ist von dem ersten
Anschluss 11 (Die-Pad-Abschnitt 111) zu der zweiten
Seite hin in der x-Richtung beabstandet. Der zweite
Anschluss 12 weist den Pad-Abschnitt 121 und eine
Mehrzahl von zweiten Terminal-Abschnitten 122 auf.

[0024] Der Pad-Abschnitt 121 weist eine zweite
Anschlussvorderoberflache 1211 und eine zweite
Anschlussruckoberflache 1212 auf. Die zweite
Anschlussvorderoberflache 1211 ist in der z-Rich-
tung der ersten Seite zugewandt. Die zweite
Anschlussrickoberflache 1212 ist in der z-Richtung
der zweiten Seite zugewandt. Die zweite Anschluss-
vorderoberflache 1211 ist mit einem Verbindungsele-
ment 31 verbunden. Die Form des Pad-Abschnitts
121 ist nicht besonders eingeschrankt. In dem darge-
stellten Beispiel weist der Pad-Abschnitt 121 eine
rechteckige, in der y-Richtung verlangerte Form auf.
Bei einer Betrachtung in der z-Richtung ist der Pad-
Abschnitt 121 kleiner als der Die-Pad-Abschnitt 111.
Des Weiteren ist der Pad-Abschnitt 121 in der z-
Richtung kleiner als der Die-Pad-Abschnitt 111 und
hat die gleiche Grofle wie die ersten Abschnitte
1121 in der z-Richtung. In dem dargestellten Beispiel
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ist die zweite Anschlussvorderoberflache 1211 in der
z-Richtung an der gleichen Position angeordnet wie
die erste Anschlussvorderoberflache 1111 des Die-
Pad-Abschnitts 111.

[0025] Die zweiten Terminal-Abschnitte 122 sind in
der y-Richtung ausgerichtet bzw. aufgereiht. Jeder
der zweiten Terminal-Abschnitte 122 weist einen
vierten Abschnitt 1221, einen flinften Abschnitt
1222 und einen sechsten Abschnitt 1223 auf.

[0026] Der vierte Abschnitt 1221 ist mit dem Pad-
Abschnitt 121 verbunden, erstreckt sich ausgehend
von dem Pad-Abschnitt 121 hin zu der zweiten Seite
in der x-Richtung und ist in dem dargestellten Bei-
spiel parallel (oder im Wesentlichen parallel) zu der
xy-Ebene. Die Form des vierten Abschnitts 1221 ist
nicht besonders eingeschrankt und ist in dem darge-
stellten Beispiel bei einer Betrachtung in der z-Rich-
tung rechteckig.

[0027] Der fiinfte Abschnitt 1222 ist auf der ersten
Seite in der z-Richtung in Bezug auf den vierten
Abschnitt 1221 angeordnet. Der fiinfte Abschnitt
1222 wird verwendet, wenn das Halbleiterbauteil
A10 auf einer Leiterplatte oder dergleichen oberfla-
chenmontiert ist. Der fiinfte Abschnitt 1222 erstreckt
sich bei einer Betrachtung in der z-Richtung in der x-
Richtung.

[0028] Der sechste Abschnitt 1223 ist zwischen dem
vierten Abschnitt 1221 und dem flnften Abschnitt
1222 angeordnet. Der sechste Abschnitt 1223
erstreckt sich ausgehend von dem vierten Abschnitt
1221 hin zu der ersten Seite in der z-Richtung. In
dem dargestellten Beispiel ist der sechste Abschnitt
1223 parallel (oder im Wesentlichen parallel) zu der
z-Richtung. Die Form des sechsten Abschnitts 1223
ist nicht besonders eingeschrankt und ist in dem dar-
gestellten Beispiel bei einer Betrachtung in der x-
Richtung rechteckig.

[0029] Der funfte Abschnitt 1222 erstreckt sich aus-
gehend von dem sechsten Abschnitt 1223 hin zu der
ersten Seite in der x-Richtung. In dem dargestellten
Beispiel ist der flinfte Abschnitt 1222 gegenuber der
x-Richtung geneigt, derart, dass er bei Fortschreiten
von dem sechsten Abschnitt 1223 hin zu der ersten
Seite in der x-Richtung, der zweiten Seite in der z-
Richtung nadher kommt. Der flnfte Abschnitt 1222
Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Richtung
mit dem vierten Abschnitt 1221. Der fiinfte Abschnitt
1222 Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Rich-
tung auch mit dem Dichtungsharz 40.

Dritter Anschluss 13:
[0030] Der dritte Anschluss 13 ist von dem ersten

Anschluss 11 (Die-Pad-Abschnitt 111) zu der zweiten
Seite hin in der x-Richtung beabstandet. Der dritte
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Anschluss 13 ist in der y-Richtung mit dem zweiten
Anschluss 12 ausgerichtet bzw. aufgereiht. Der dritte
Anschluss 13 weist einen Pad-Abschnitt 131 und
einen dritten Terminal-Abschnitt 132 auf.

[0031] Der Pad-Abschnitt 131 weist eine dritte
Anschlussvorderoberflache 1311 und eine dritte
Anschlussrickoberflache 1312 auf. Die dritte
Anschlussvorderoberflache 1311 ist in der z-Rich-
tung der ersten Seite zugewandt. Die dritte
Anschlussrickoberflache 1312 ist in der z-Richtung
der zweiten Seite zugewandt. Die dritte Anschluss-
vorderoberflache 1311 ist mit einem Verbindungsele-
ment 32 verbunden. Die Form des Pad-Abschnitts
131 ist nicht besonders eingeschrankt und ist in
dem dargestellten Beispiel bei einer Betrachtung in
der z-Richtung rechteckig. Bei einer Betrachtung in
der z-Richtung ist der Pad-Abschnitt 131 kleiner als
der Pad-Abschnitt 121. Des Weiteren ist der Pad-
Abschnitt 131 in der z-Richtung kleiner als der Die-
Pad-Abschnitt 111 und hat in der z-Richtung die glei-
che GréRe wie der Pad-Abschnitt 121. In dem darge-
stellten Beispiel ist die dritte Anschlussvorderoberfla-
che 1311 in der z-Richtung an der gleichen Position
angeordnet wie die erste Anschlussvorderoberflache
1111 des Die-Pad-Abschnitts 111.

[0032] Der dritte Terminal-Abschnitt 132 weist einen
siebten Abschnitt 1321, einen achten Abschnitt 1322
und einen neunten Abschnitt 1323 auf.

[0033] Der siebte Abschnitt 1321 ist mit dem Pad-
Abschnitt 131 verbunden, erstreckt sich ausgehend
von dem Pad-Abschnitt 131 hin zu der zweiten Seite
in der x-Richtung und ist in dem dargestellten Bei-
spiel parallel (oder im Wesentlichen parallel) zu der
xy-Ebene. Die Form des siebten Abschnitts 1321 ist
nicht besonders eingeschrankt und ist in dem darge-
stellten Beispiel bei einer Betrachtung in der z-Rich-
tung rechteckig.

[0034] Der achte Abschnitt 1322 ist auf der ersten
Seite in der z-Richtung in Bezug auf den siebten
Abschnitt 1321 angeordnet. Der achte Abschnitt
1322 wird verwendet, wenn das Halbleiterbauteil
A10 auf einer Leiterplatte oder dergleichen oberfla-
chenmontiert ist. Der achte Abschnitt 1322 erstreckt
sich bei einer Betrachtung in der z-Richtung in der x-
Richtung.

[0035] Der neunte Abschnitt 1323 ist zwischen dem
siebten Abschnitt 1321 und dem achten Abschnitt
1322 angeordnet. Der neunte Abschnitt 1323
erstreckt sich ausgehend von dem siebten Abschnitt
1321 hin zu der ersten Seite in der z-Richtung. In
dem dargestellten Beispiel ist der neunte Abschnitt
1323 parallel (oder im Wesentlichen parallel) zu der
z-Richtung. Die Form des neunten Abschnitts 1323
ist nicht besonders eingeschrankt und ist in dem dar-
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gestellten Beispiel bei einer Betrachtung in der x-
Richtung rechteckig.

[0036] Der achte Abschnitt 1322 erstreckt sich aus-
gehend von dem neunten Abschnitt 1323 hin zu der
ersten Seite in der x-Richtung. In dem dargestellten
Beispiel ist der achte Abschnitt 1322 gegentber der
x-Richtung geneigt, derart, dass er bei Fortschreiten
von dem neunten Abschnitt 1323 hin zu der ersten
Seite in der x-Richtung, der zweiten Seite in der z-
Richtung naher kommt. Der achte Abschnitt 1322
Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Richtung
mit dem siebten Abschnitt 1321. Bei einer Betrach-
tung in der z-Richtung uberlappt der achte Abschnitt
1322 auch mit dem Dichtungsharz 40.

Vierter Anschluss 14:

[0037] Der vierte Anschluss 14 ist von dem ersten
Anschluss 11 (Die-Pad-Abschnitt 111) zu der zweiten
Seite hin in der x-Richtung beabstandet. Der vierte
Anschluss 14 ist zwischen dem zweiten Anschluss
12 und dem dritten Anschluss 13 in der y-Richtung
angeordnet. Der vierte Anschluss 14 weist einen
Pad-Abschnitt 141 und einen vierten Terminal-
Abschnitt 142 auf.

[0038] Der Pad-Abschnitt 141 weist eine vierte
Anschlussvorderoberflache 1411 und eine vierte
Anschlussriickoberflache 1412 auf. Die vierte
Anschlussvorderoberflache 1411 ist in der z-Rich-
tung der ersten Seite zugewandt. Die vierte
Anschlussriickoberflache 1412 ist in der z-Richtung
der zweiten Seite zugewandt. Die vierte Anschluss-
vorderoberflache 1411 ist mit einem Verbindungsele-
ment 33 verbunden. Die Form des Pad-Abschnitts
141 ist nicht besonders eingeschrankt und ist in
dem dargestellten Beispiel bei einer Betrachtung in
der z-Richtung rechteckig. Bei einer Betrachtung in
der z-Richtung ist der Pad-Abschnitt 141 kleiner als
der Pad-Abschnitt 121 und hat im Wesentlichen die
gleiche Grofle wie der Pad-Abschnitt 131. Des Wei-
teren ist der Pad-Abschnitt 141 in der z-Richtung klei-
ner als der Die-Pad-Abschnitt 111 und hat in der z-
Richtung die gleiche Groflte wie der Pad-Abschnitt
121 und der Pad-Abschnitt 131. In dem dargestellten
Beispiel ist die vierte Anschlussvorderoberflache
1411 in der z-Richtung an der gleichen Position
angeordnet wie die erste Anschlussvorderoberflache
1111 des Die-Pad-Abschnitts 111.

[0039] Der vierte Terminal-Abschnitt 142 weist einen
zehnten Abschnitt 1421, einen elften Abschnitt 1422
und einen zwolften Abschnitt 1423 auf.

[0040] Der zehnte Abschnitt 1421 ist mit dem Pad-
Abschnitt 141 verbunden, erstreckt sich ausgehend
von dem Pad-Abschnitt 141 hin zu der zweiten Seite
in der x-Richtung und ist in dem dargestellten Bei-
spiel parallel (oder im Wesentlichen parallel) zu der
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xy-Ebene. Die Form des zehnten Abschnitts 1421 ist
nicht besonders eingeschrankt und ist in dem darge-
stellten Beispiel bei einer Betrachtung in der z-Rich-
tung rechteckig.

[0041] Der elfte Abschnitt 1422 ist auf der ersten
Seite in der z-Richtung in Bezug auf den zehnten
Abschnitt 1421 angeordnet. Der elfte Abschnitt
1422 wird verwendet, wenn das Halbleiterbauteil
A10 auf einer Leiterplatte oder dergleichen ober-
flachenmontiert ist. Der elfte Abschnitt 1422 erstreckt
sich bei einer Betrachtung in der z-Richtung in der x-
Richtung.

[0042] Der zwolfte Abschnitt 1423 ist zwischen dem
zehnten Abschnitt 1421 und dem elften Abschnitt
1422 angeordnet. Der zwodlfte Abschnitt 1423
erstreckt sich ausgehend von dem zehnten Abschnitt
1421 hin zu der ersten Seite in der z-Richtung. In
dem dargestellten Beispiel ist der zwdlfte Abschnitt
1423 parallel (oder im Wesentlichen parallel) zu der
z-Richtung. Die Form des zwodlften Abschnitts 1423
ist nicht besonders eingeschrankt und ist in dem dar-
gestellten Beispiel bei einer Betrachtung in der x-
Richtung rechteckig.

[0043] Der elfte Abschnitt 1422 erstreckt sich aus-
gehend von dem zwolften Abschnitt 1423 hin zu der
ersten Seite in der x-Richtung. In dem dargestellten
Beispiel ist der elfte Abschnitt 1422 gegenuber der x-
Richtung geneigt, derart, dass er bei Fortschreiten
von dem zwolften Abschnitt 1423 hin zu der ersten
Seite in der x-Richtung, der zweiten Seite in der z-
Richtung naher kommt. Der elfte Abschnitt 1422
Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Richtung
mit dem zehnten Abschnitt 1421. Bei einer Betrach-
tung in der z-Richtung Uberlappt der elfte Abschnitt
1422 auch mit dem Dichtungsharz 40.

Halbleiterelement 20:

[0044] Wie in Fig. 4 und den Fig. 9 bis 14 gezeigt, ist
das Halbleiterelement 20 auf der ersten Anschluss-
vorderoberflache 1111 des Die-Pad-Abschnitts 111
montiert. In dem Halbleiterbauteil A10 ist das Halb-
leiterelement 20 ein n-Kanal-Metalloxid-Halbleiter-
Feldeffekttransistor (MOSFET) mit einer vertikalen
Struktur. Das Halbleiterelement 20 ist nicht auf
einen MOSFET eingeschrankt. Das Halbleiterele-
ment 20 kann auch ein anderer Transistor wie ein
Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode
(IGBT) sein. Des Weiteren kann das Halbleiterele-
ment 20 eine Diode sein. Das Halbleiterelement 20
weist eine Halbleiterschicht 205, eine erste Elektrode
201, eine zweite Elektrode 202 und eine dritte Elekt-
rode 203 auf.

[0045] Die Halbleiterschicht 205 weist ein Verbin-
dungshalbleitersubstrat auf. Das Hauptmaterial des
Verbindungshalbleitersubstrats ist  Siliziumkarbid
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(SiC). Alternativ kann das Hauptmaterial des Verbin-
dungshalbleitersubstrats Silizium (Si) sein.

[0046] Die erste Elektrode 201 ist auf einer Oberfla-
che der Halbleiterschicht 205 vorgesehen, die in der
z-Richtung der gleichen Seite (ersten Seite) zuge-
wandt ist wie die Seite, der die erste Anschlussvor-
deroberflache 1111 des Die-Pad-Abschnitts 111 des
ersten Anschlusses 11 zugewandt ist. Die erste
Elektrode 201 entspricht einer Source-Elektrode
des Halbleiterelements 20.

[0047] Die zweite Elektrode 202 ist auf einer der ers-
ten Elektrode 201 in der z-Richtung gegeniberlie-
genden Oberflache der Halbleiterschicht 205 vorge-
sehen. Die zweite Elektrode 202 ist der ersten
Anschlussvorderoberflache 1111 des Die-Pad-
Abschnitts 111 des ersten Anschlusses 11 zuge-
wandt. Die zweite Elektrode 202 entspricht einer
Drain-Elektrode des Halbleiterelements 20. In der
vorliegenden Ausflihrungsform ist die zweite Elekt-
rode 202 Uber eine Bondschicht 29 an die Anschluss-
vorderoberflache 1111 gebondet. Die Bondschicht 29
ist beispielsweise Lot, Silber (Ag)-Paste oder kalzi-
niertes Silber.

[0048] Die dritte Elektrode 203 ist auf der Oberfla-
che der Halbleiterschicht 205 in der z-Richtung vor-
gesehen, auf der die erste Elektrode 201 vorgesehen
ist, und ist von der ersten Elektrode 201 beabstandet.
Die dritte Elektrode 203 entspricht einer Gate-Elekt-
rode des Halbleiterelements 20. Bei einer Betrach-
tung in der z-Richtung ist die Flache der dritten Elekt-
rode 203 kleiner als diejenige der ersten Elektrode
201.

Verbindungselemente 31, 32 und 33:

[0049] Das Verbindungselement 31 ist an die erste
Elektrode 201 des Halbleiterelements 20 und die
zweite Anschlussvorderoberflache 1211 des Pad-
Abschnitts 121 des zweiten Anschlusses 12 gebon-
det. Das Material des Verbindungselements 31 ist
nicht besonders eingeschrankt und enthalt ein Metall
wie Aluminium (Al), Kupfer (Cu) oder Gold (Au). Die
Anzahl der Verbindungselemente 31 ist nicht beson-
ders eingeschrankt, und es ist mdglich, eine Mehr-
zahl von Verbindungselementen 31 vorzusehen. In
dem dargestellten Beispiel ist das Verbindungsele-
ment 31 ein flaches, bandférmiges bzw. bandartiges
Element, das Aluminium (Al) enthalt.

[0050] Das Verbindungselement 32 ist mit der drit-
ten Elektrode 203 des Halbleiterelements 20 und
der dritten Anschlussvorderoberflaiche 1311 des
Pad-Abschnitts 131 des dritten Anschlusses 13 ver-
bunden. In dem dargestellten Beispiel ist das Verbin-
dungselement 32 ein lineares bzw. geradliniges Ele-
ment (,linear member®), das schmaler ist als das
Verbindungselement 31 und Gold (Au) enthalt.
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[0051] Das Verbindungselement 33 ist mit der ers-
ten Elektrode 201 des Halbleiterelements 20 und
der Anschlussvorderoberflache 1411 des Pad-
Abschnitts 141 des vierten Anschlusses 14 verbun-
den. In dem dargestellten Beispiel ist das Verbin-
dungselement 33 ein lineares bzw. geradliniges Ele-
ment, das schmaler ist als das Verbindungselement
31 und Gold (Au) enthalt.

[0052] In der vorliegenden Ausflihrungsform sind
die ersten Terminal-Abschnitte 112 des ersten
Anschlusses 11 Drain-Terminals, sind die zweiten
Terminal-Abschnitte 122 des zweiten Anschlusses
12 Source-Terminals, ist der dritte Terminal-Abschnitt
132 des dritten Anschlusses 13 ein Gate-Terminal,
und ist der vierte Terminal-Abschnitt 142 des vierten
Anschlusses 14 ein Source-Sense-Terminal.

Dichtungsharz 40:

[0053] Wie in den Fig. 1 bis 14 gezeigt, bedeckt das
Dichtungsharz 40 das Halbleiterelement 20, die Ver-
bindungselemente 31, 32 und 33 sowie jeweils einen
Teil des ersten Anschlusses 11, des zweiten
Anschlusses 12, des dritten Anschlusses 13 und
des vierten Anschlusses 14. Das Dichtungsharz 40
ist elektrisch isolierend. Das Dichtungsharz 40 ist
aus einem Material hergestellt, das z. B. ein schwar-
zes Epoxidharz enthalt. Das Dichtungsharz 40 weist
eine erste Harzoberflache 41, eine zweite Harzober-
flache 42, eine dritte Harzoberflache 43, eine vierte
Harzoberflache 44, eine fliinfte Harzoberflache 45,
eine sechste Harzoberflache 46, eine erste Ausspa-
rung 471 und eine zweite Aussparung 472 auf.

[0054] Die erste Harzoberflache 41 ist in der z-Rich-
tung der gleichen Seite (der ersten Seite) zugewandt
wie die Seite, der die erste Anschlussvorderoberfla-
che 1111 des Die-Pad-Abschnitts 111 des ersten
Anschlusses 11 zugewandt ist. Eine zweite Harz-
oberflache 42 ist in der z-Richtung der der ersten
Harzoberflache 41 gegeniiberliegenden Seite (der
zweiten Seite) zugewandt. Die erste Anschlussriick-
oberflache 1112 des Die-Pad-Abschnitts 111 des ers-
ten Anschlusses 11 ist gegenlber bzw. von der zwei-
ten Harzoberflaiche 42 freigelegt. Die zweite
Harzoberflache 42 und die erste Anschlussriickober-
flache 1112 sind biindig miteinander bzw. zueinan-
der.

[0055] Die dritte Harzoberflache 43 ist in der x-Rich-
tung der ersten Seite zugewandt. In der vorliegenden
Ausfihrungsform durchdringen bzw. durchqueren
die ersten Abschnitte 1121 der ersten Terminal-
Abschnitte 112 des ersten Anschlusses 11 die dritte
Harzoberflache 43. Die ersten Abschnitte 1121 sind
in der z-Richtung von der zweiten Harzoberflache 42
zu der ersten Seite hin beabstandet. Die erste
Anschlussseitenoberflache 1113 des Die-Pad-
Abschnitts 111 ist auf der zweiten Seite in der x-Rich-

tung in Bezug auf die dritte Harzoberflache 43 ange-
ordnet und ist mit dem Dichtungsharz 40 bedeckt.

[0056] Die vierte Harzoberflache 44 ist in der x-Rich-
tung der der dritten Harzoberflache 43 gegeniiberlie-
genden Seite (der zweiten Seite) zugewandt. In der
vorliegenden Ausfiuhrungsform durchdringen bzw.
durchqueren die vierten Abschnitte 1221 der zweiten
Terminal-Abschnitte 122 des zweiten Anschlusses
12, der siebte Abschnitt 1321 des dritten Terminal-
Abschnitts 132 des dritten Anschlusses 13 und der
zehnte Abschnitt 1421 des vierten Terminal-
Abschnitts 142 des vierten Anschlusses 14 die vierte
Harzoberflache 44.

[0057] Die flnfte Harzoberflache 45 und die sechste
Harzoberflache 46 sind in der y-Richtung voneinan-
der abgewandt.

[0058] Die erste Aussparung 471 ist ausgehend von
bzw. gegeniiber der ersten Harzoberflache 41 zu der
zweiten Seite hin in der z-Richtung ausgespart. Die
erste Aussparung 471 ist zu der ersten Seite hin in
der x-Richtung offen und ist ausgehend von bzw.
gegeniber der dritten Harzoberflache 43 zu der
zweiten Seite hin in der x-Richtung ausgespart. In
dem dargestellten Beispiel ist die erste Aussparung
471 mit der finften Harzoberflache 45 und der sechs-
ten Harzoberflache 46 verbunden. Es ist jedoch mdg-
lich, dass die erste Aussparung 471 nicht mit der
finften Harzoberflaiche 45 und/oder der sechsten
Harzoberflache 46 verbunden ist. Zumindest ein Teil
jedes zweiten Abschnitts 1122 ist in der ersten Aus-
sparung 471 angeordnet bzw. aufgenommen.
Zumindest ein Teil jedes zweiten Abschnitts 1122
Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Richtung
mit der ersten Aussparung 471. Zumindest ein Teil
jedes zweiten Abschnitts 1122 Uberlappt bei einer
Betrachtung in der x-Richtung mit der ersten Ausspa-
rung 471.

[0059] Die zweite Aussparung 472 ist ausgehend
von bzw. gegenlber der ersten Harzoberflache 41
zu der zweiten Seite hin in der z-Richtung ausges-
part. Die zweite Aussparung 472 ist zu der zweiten
Seite hin in der x-Richtung offen und ist ausgehend
von bzw. gegenuber der vierten Harzoberflache 44
zu der ersten Seite hin in der x-Richtung ausgespart.
In dem dargestellten Beispiel ist die zweite Ausspa-
rung 472 mit der finften Harzoberflache 45 und der
sechsten Harzoberflaiche 46 verbunden. Es ist
jedoch mdglich, dass die zweite Aussparung 472
nicht mit der fiinften Harzoberflache 45 und/oder
der sechsten Harzoberfliche 46 verbunden ist.
Zumindest ein Teil jedes flnften Abschnitts 1222 ist
in der zweiten Aussparung 472 angeordnet bzw. auf-
genommen. Zumindest ein Teil jedes flnften
Abschnitts 1222 Uberlappt bei einer Betrachtung in
der z-Richtung mit der zweiten Aussparung 472.
Zumindest ein Teil jedes flnften Abschnitts 1222
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Uberlappt bei einer Betrachtung in der x-Richtung mit
der zweiten Aussparung 472. Zumindest ein Teil des
achten Abschnitts 1322 ist in der zweiten Ausspa-
rung 472 angeordnet bzw. aufgenommen. Zumindest
ein Teil des achten Abschnitts 1322 Uberlappt bei
einer Betrachtung in der z-Richtung mit der zweiten
Aussparung 472. Zumindest ein Teil des achten
Abschnitts 1322 Uberlappt bei einer Betrachtung in
der x-Richtung mit der zweiten Aussparung 472.
Zumindest ein Teil des elften Abschnitts 1422 ist in
der zweiten Aussparung 472 angeordnet bzw. aufge-
nommen. Zumindest ein Teil des elften Abschnitts
1422 Uberlappt bei einer Betrachtung in der z-Rich-
tung mit der zweiten Aussparung 472. Zumindest ein
Teil des elften Abschnitts 1422 Uberlappt bei einer
Betrachtung in der x-Richtung mit der zweiten Aus-
sparung 472.

[0060] Fig. 14 zeigt einen Verwendungszustand des
Halbleiterbauteils A10. In diesem Verwendungsbei-
spiel ist das Halbleiterbauteil A10 oberflachenmon-
tiert auf einer Leiterplatte 92. Mit anderen Worten,
die zweiten Abschnitte 1122 der ersten Terminal-
Abschnitte 112, die flinften Abschnitte 1222 der zwei-
ten Terminal-Abschnitte 122, der achte Abschnitt
1322 des dritten Terminal-Abschnitts 132 und der
elfte Abschnitt 1422 des vierten Terminal-Abschnitts
142 sind elektrisch mit einem Verdrahtungsmuster
bzw. Leitungsmuster (,wiring pattern®) (nicht darge-
stellt) der Leiterplatte 92 verbunden, zum Beispiel
durch Lot 921. Eine Warmesenke 91 ist so angeord-
net, dass sie der ersten Anschlussriickoberflache
1112 des Die-Pad-Abschnitts 111 zugewandt ist. In
dem dargestellten Beispiel ist zwischen der ersten
Anschlussrickoberflache 1112 und der Warmesenke
91 ein Folienelement 919 vorgesehen. Das Folien-
element 919 ist beispielsweise eine Isolierfolie
(sinsulating sheet®).

[0061] Als Nachstes werden Vorteile des Halbleiter-
bauteils A10 beschrieben.

[0062] Wie in Fig. 14 gezeigt, ist die erste
Anschlussriickoberflache 1112 gegeniiber der zwei-
ten Harzoberflache 42 freigelegt. Dadurch ist es
moglich, die Warmesenke 91 so anzuordnen, dass
sie der ersten Anschlussriickoberflache 1112 zuge-
wandt ist, um beispielsweise Warme von dem Halb-
leiterbauteil A10 an die Warmesenke 91 abzuleiten
bzw. abzufiihren. Die zweiten Abschnitte 1122 sind
auf der ersten Seite in der z-Richtung in Bezug auf
die ersten Abschnitte 1121 angeordnet. So kann das
Halbleiterbauteil A10 beispielsweise unter Verwen-
dung der zweiten Abschnitte 1122 auf der Leiterplatte
92 oberflachenmontiert werden.

[0063] Bei einer Betrachtung in der z-Richtung Giber-
lappen die zweiten Abschnitte 1122 mit dem Dich-
tungsharz 40. Dadurch verringert sich der Betrag,
um den sich die ersten Terminal-Abschnitte 112
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Uber das Dichtungsharz 40 hinaus zu der ersten
Seite in x-Richtung erstrecken. Infolgedessen kann
die Montageflache fur die Montage des Halbleiter-
bauteils A10 reduziert werden. Des Weiteren kdnnen
die groRen Groflen des Dichtungsharzes 40, des
Die-Pad-Abschnitts 111, des Halbleiterelements 20
usw. in Bezug auf die zuldssige Montageflache
gewabhrleistet werden.

[0064] Die finften Abschnitte 1222, der achte
Abschnitt 1322 und der elfte Abschnitt 1422 (iberlap-
pen bei einer Betrachtung in der z-Richtung mit dem
Dichtungsharz 40. Dadurch verringert sich der
Betrag, um den sich der zweite Terminal-Abschnitt
122, der dritte Terminal-Abschnitt 132 und der vierte
Terminal-Abschnitt 142 jeweils Uber das Dichtungs-
harz 40 hinaus zu der zweiten Seite in der x-Richtung
erstrecken. Infolgedessen kann die Montageflache
fur die Montage des Halbleiterbauteils A10 reduziert
werden. Des Weiteren kénnen die GréRRen des Dich-
tungsharzes 40, des Die-Pad-Abschnitts 111, des
Halbleiterelements 20 usw. in Bezug auf die zulas-
sige Montageflache vergréRert werden.

[0065] Zumindest ein Teil jedes zweiten Abschnitts
1122 ist in der ersten Aussparung 471 angeordnet
bzw. aufgenommen. Dies ermdglicht es, die Dimen-
sion bzw. Abmessung des Halbleiterbauteils A10 in
der z-Richtung zu verringern. Zumindest ein Teil
jedes der flinften Abschnitte 1222, des achten
Abschnitts 1322 und des elften Abschnitts 1422 ist
in der zweiten Aussparung 472 angeordnet bzw. auf-
genommen. Dadurch ist es mdglich, die Dimension
bzw. Abmessung des Halbleiterbauteils A10 in der
z-Richtung zu verringern.

[0066] In dem dargestellten Beispiel sind die zwei-
ten Abschnitte 1122 gegenlber der x-Richtung
geneigt, derart, dass sie bei Fortschreiten von den
dritten Abschnitten 1123 hin zu der zweiten Seite in
der x-Richtung, der zweiten Seite in der z-Richtung
naher kommen. Infolgedessen sind, wenn das Halb-
leiterbauteil A10 auf der Leiterplatte 92 montiert ist,
die Verbindungsabschnitte, an denen die zweiten
Abschnitte 1122 und die dritten Abschnitte 1123 mit-
einander verbunden sind, am nachsten an der Leiter-
platte 92 angeordnet. Selbst wenn der Neigungswin-
kel jedes zweiten Abschnitts 1122 aufgrund eines
unvermeidbaren Fehlers oder dergleichen wahrend
des Herstellungsprozesses variiert wird, sind die Ver-
bindungsabschnitte zwischen den zweiten Abschnit-
ten 1122 und den dritten Abschnitten 1123 wahr-
scheinlich am nachsten an der Leiterplatte 92
angeordnet. Infolgedessen kdnnen die Montagelage
(,mounting posture®) des Halbleiterbauteils A10 in
Bezug auf die Leiterplatte 92 und die Hohe des Halb-
leiterbauteils A10 von der Leiterplatte 92 in der z-
Richtung konstanter gehalten werden.
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[0067] In dem dargestellten Beispiel sind die flinften
Abschnitte 1222, der achte Abschnitt 1322 und der
elfte Abschnitt 1422 in der x-Richtung geneigt, derart,
dass sie bei Fortschreiten von den sechsten
Abschnitten 1223, dem neunten Abschnitt 1323 und
dem zwolften Abschnitt 1423 in der x-Richtung, der
ersten Seite in der z-Richtung nédher kommen. Infol-
gedessen sind, wenn das Halbleiterbauteil A10 auf
der Leiterplatte 92 montiert ist, die Verbindungsab-
schnitte, an denen die flnften Abschnitte 1222, der
achte Abschnitt 1322 und der elfte Abschnitt 1422 mit
den sechsten Abschnitten 1223, dem neunten
Abschnitt 1323 und dem zwdlften Abschnitt 1423 ver-
bunden sind, am nachsten an der Leiterplatte 92
angeordnet. Selbst wenn der Neigungswinkel jedes
der funften Abschnitte 1222, des achten Abschnitts
1322 und des elften Abschnitts 1422 aufgrund eines
unvermeidbaren Fehlers oder dergleichen wahrend
des Herstellungsprozesses variiert wird, sind die Ver-
bindungsabschnitte, an denen die fiinften Abschnitte
1222, der achte Abschnitt 1322 und der elfte
Abschnitt 1422 mit den sechsten Abschnitten 1223,
dem neunten Abschnitt 1323 und dem zwdlften
Abschnitt 1423 verbunden sind, wahrscheinlich am
nachsten an der Leiterplatte 92 angeordnet. Infolge-
dessen kénnen die Montagelage (,mounting pos-
ture®) des Halbleiterbauteils A10 in Bezug auf die Lei-
terplatte 92 und die Héhe des Halbleiterbauteils A10
von der Leiterplatte 92 in der z-Richtung konstanter
gehalten werden.

[0068] Der Die-Pad-Abschnitt 111 weist die ersten
Terminal-Abschnitte 112 auf. Dadurch kann die Mon-
tagefestigkeit (,mounting strength“) des Halbleiter-
bauteils A10 verbessert werden.

[0069] Die GroRe jedes ersten Abschnitts 1121 in
der y-Richtung ist kleiner als die des Die-Pad-
Abschnitts 111 in der y-Richtung. Dies ermdglicht es
dem Dichtungsharz 40, den ersten Anschluss 11 fes-
ter zu halten.

[0070] Der Die-Pad-Abschnitt 111 ist in der z-Rich-
tung grofer als jeder erste Abschnitt 1121. Dadurch
ist es mdglich, bei der Warmeulbertragung von dem
Halbleiterelement 20 auf die erste Anschlussriick-
oberflache 1112 Warme auf eine groRere Flache
bzw. einen gréReren Bereich sowohl in der x-Rich-
tung als auch in der y-Richtung zu Ubertragen.
Somit kann ein groRere Flache bzw. ein groRerer
Bereich jedes ersten Abschnitts 1121 Warme von
dem Halbleiterelement 20 zu der Warmesenke 91
oder dergleichen ableiten bzw. abflihren, wodurch
die Effizienz der Warmeableitung verbessert wird.

[0071] Eine Oberflache jedes ersten Abschnitts
1121 ist bandig mit der ersten Anschlussvorderober-
flache 1111. Dadurch ist es mdglich, den Abstand von
den ersten Abschnitten 1121 zu der zweiten Harz-
oberflache 42 in der z-Richtung zu vergréRern,

wodurch die Interferenz zwischen der Warmesenke
91, etc. und den ersten Terminal-Abschnitten 112
unterdriickt wird.

[0072] Die Fig. 15 bis 27 zeigen weitere Ausflih-
rungsformen der vorliegenden Erfindung. In diesen
Figuren sind Elemente, die denen der obigen Aus-
fuhrungsform gleich oder ahnlich sind, mit den glei-
chen Bezugsziffern versehen wie in der obigen Aus-
fuhrungsform. Die Konfigurationen der Elemente in
jeder Variation und jeder Ausflihrungsform kénnen
beliebig kombiniert werden, solange die Kombination
nicht zu technischen Widersprichen fihrt.

Erste Variation der ersten Ausfiihrungsform:

[0073] Die Fig. 15 und 16 zeigen eine erste Variation
des Halbleiterbauteils A10. In einem Halbleiterbauteil
A11 der vorliegenden Variation sind die zweiten
Abschnitte 1122, die fiinften Abschnitte 1222, der
achte Abschnitt 1322 und der elfte Abschnitt 1422
auf der zweiten Seite in der z-Richtung (der Seite,
der die erste Anschlussriickoberflache 1112 zuge-
wandt ist) in Bezug auf die erste Harzoberflache 41
angeordnet. Mit anderen Worten Uberlappen alle
zweiten Abschnitte 1122 bei einer Betrachtung in
der x-Richtung mit der ersten Aussparung 471. Des
Weiteren Uberlappen alle fiinften Abschnitte 1222,
der achte Abschnitt 1322 und der elfte Abschnitt
1422 bei einer Betrachtung in der x-Richtung mit
der zweiten Aussparung 472. Die Enden der zweiten
Abschnitte 1122, der funften Abschnitte 1222, des
achten Abschnitts 1322 und des elften Abschnitts
1422 auf der ersten Seite in der z-Richtung sind von
der ersten Harzoberflache 41 um einen Abstand Gz
beabstandet.

[0074] Gemald der vorliegenden Variation ist das
Halbleiterbauteil A11 oberflachenmontierbar und hat
die gleichen Vorteile wie das Halbleiterbauteil A10.
Die erste Harzoberflache 41 steht gegentber den
zweiten Abschnitten 1122, den fiinften Abschnitten
1222, dem achten Abschnitt 1322 und dem elften
Abschnitt 1422 zu der ersten Seite hin in der z-Rich-
tung um den Abstand Gz vor. Dementsprechend
kann in einem Verwendungszustand des in Fig. 16
gezeigten Halbleiterbauteils A11 ein Dricken bzw.
Anpressen der Warmesenke 91 gegen das Halblei-
terbauteil A11 die erste Harzoberflache 41 leicht bzw.
problemlos in Kontakt mit der Leiterplatte 92 bringen.
Dadurch kann verhindert werden, dass die von der
Warmesenke 91 aufgebrachte Kraft auf den ersten
Anschluss 11, den zweiten Anschluss 12, den dritten
Anschluss 13, den vierten Anschluss 14 und das
Halbleiterelement 20 wirkt.

Zweite Variation der ersten Ausfihrungsform:

[0075] Die Fig. 17 und 18 zeigen eine zweite Varia-
tion des Halbleiterbauteils A10. Ein Halbleiterbauteil
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A12 der vorliegenden Variation weist eine in dem
Dichtungsharz 40 vorgesehene Nut 49 auf.

[0076] Die Nut 49 ist gegenuber der zweiten Harz-
oberflache 42 in der z-Richtung ausgespart und
erstreckt sich in der y-Richtung. Die Nut 49 reicht
bis zur flnften Harzoberflache 45 und der sechsten
Harzoberflache 46. Die Nut 49 ist zwischen der ers-
ten Anschlussriickoberflache 1112 und der vierten
Harzoberflache 44 angeordnet.

[0077] Gemald der vorliegenden Variation ist das
Halbleiterbauteil A12 oberflachenmontierbar und
hat die gleichen Vorteile wie das Halbleiterbauteil
A10. Das Dichtungsharz 40 ist mit der Nut 49 ausge-
bildet. Dadurch vergroRert sich der Abstand entlang
der Oberflache des Dichtungsharzes 40 (im Folgen-
den ,Kriechstrecke® bzw. ,Kriechweg“ (,creepage
distance®)) von der ersten Anschlussriickoberflache
1112 zu jedem von dem zweiten Anschluss 12 (den
vierten Abschnitten 1221), dem dritten Anschluss 13
(dem siebten Abschnitt 1321) und dem vierten
Anschluss 14 (dem zehnten Abschnitt 1421).

Dritte Variation der ersten Ausfiihrungsform:

[0078] Die Fig. 19 und 20 zeigen eine dritte Variation
des Halbleiterbauteils A10. Ein Halbleiterbauteil A13
der vorliegenden Variation weist zwei in dem Dich-
tungsharz 40 vorgesehene Nuten 49 auf.

[0079] Die Nuten 49 erstrecken sich in der y-Rich-
tung und reichen bis zu der funften Harzoberflache
45 und der sechsten Harzoberflaiche 46. Die zwei
Nuten 49 sind in der x-Richtung voneinander beab-
standet.

[0080] Die vorliegende Variation erméglicht eben-
falls eine Oberflachenmontage des Halbleiterbauteils
A13 und bietet die gleichen Vorteile wie die vorste-
henden Beispiele. Die zwei Nuten 49 kdnnen die
Kriechstrecke bzw. den Kriechweg zwischen der ers-
ten Anschlussrickoberflache 1112 und jedem von
den zweiten Terminal-Abschnitten 122, dem dritten
Terminal-Abschnitt 132 und dem vierten Terminal-
Abschnitt 142 weiter erhdhen. Wie aus der vorliegen-
den Variation ersichtlich ist, ist die Anzahl von Nuten
49 nicht besonders eingeschrankt.

Vierte Variation der ersten Ausfiihrungsform:

[0081] Die Fig. 21 und 22 zeigen eine vierte Varia-
tion des Halbleiterbauteils A10. Ein Halbleiterbauteil
A14 der vorliegenden Variation weist einen Vor-
sprung 48 fur das Dichtungsharz 40 auf.

[0082] Der Vorsprung 48 steht gegenlber der zwei-
ten Harzoberflache 42 zu der zweiten Seite hin in der
z-Richtung vor. Der Vorsprung 48 erstreckt sich in
der y-Richtung und reicht bis zu der fiinften Harz-

oberflache 45 und der sechsten Harzoberflache 46.
In dem dargestellten Beispiel ist der Vorsprung 48 an
einem Ende des Dichtungsharzes 40 auf der zweiten
Seite in der x-Richtung angeordnet und ist in Kontakt
mit der vierten Harzoberflache 44.

[0083] Die vorliegende Variation ermoglicht eben-
falls eine Oberflachenmontage des Halbleiterbauteils
A14. Der Vorsprung 48 kann die Kriechstrecke bzw.
den Kriechweg zwischen der ersten Anschlussriick-
oberflache 1112 und jedem von den zweiten Termi-
nal-Abschnitten 122, dem dritten Terminal-Abschnitt
132 und dem vierten Terminal-Abschnitt 142 erh6-
hen.

Flinfte Variation der ersten Ausfiihrungsform:

[0084] Die Fig. 23 und 24 zeigen eine flunfte Varia-
tion des Halbleiterbauteils A10. Ein Halbleiterbauteil
A15 der vorliegenden Variation weist zwei Vor-
springe 48 fir das Dichtungsharz 40 auf.

[0085] Die Vorspringe 48 stehen zu der zweiten
Seite hin in der z-Richtung vor. Die Vorspriinge 48
erstrecken sich in der y-Richtung und reichen bis zu
der funften Harzoberflache 45 und der sechsten
Harzoberflache 46. Die zwei Vorspriinge 48 sind mit
der ersten Anschlussriickoberflache 1112 dazwi-
schen in der x-Richtung voneinander beabstandet.
Einer der Vorspriinge 48 ist in Kontakt mit der vierten
Harzoberflache 44. Der andere Vorsprung 48 ist in
Kontakt mit der dritten Harzoberflache 43.

[0086] Die vorliegende Variation erméglicht eben-
falls eine Oberflachenmontage des Halbleiterbauteils
A15. Des Weiteren kann mit den zwei Vorspriingen
48 ein externes Objekt in Bezug auf die Elemente
des Halbleiterbauteils A15, wie die erste Anschluss-
rickoberflache 1112, genauer positioniert werden.
Wie aus der vorliegenden Variation ersichtlich ist, ist
die Anzahl der Vorspriinge 48 nicht besonders ein-
geschrankt.

Zweite Ausfuhrungsform:

[0087] Fig. 25 zeigt ein Halbleiterbauteil geman
einer zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden
Offenbarung. Ein Halbleiterbauteil A20 in der vorlie-
genden Ausflhrungsform unterscheidet sich von
dem Halbleiterbauteil in der vorhergehenden Ausfiih-
rungsform dadurch, dass das Dichtungsharz 40 nicht
die erste Aussparung 471 oder die zweite Ausspa-
rung 472 aufweist.

[0088] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
zweite Harzoberflache 42 mit der dritten Harzoberfla-
che 43 und der vierten Harzoberflache 44 verbun-
den. Bei einer Betrachtung in der z-Richtung Uber-
lappt ein Teil jedes der zweiten Abschnitte 1122, der
funften Abschnitte 1222, des achten Abschnitts 1322
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und des elften Abschnitts 1422 mit der zweiten Harz-
oberflache 42. Die zweiten Abschnitte 1122, die finf-
ten Abschnitte 1222, der achte Abschnitt 1322 und
der elfte Abschnitt 1422 sind auf der ersten Seite in
der z-Richtung in Bezug auf die zweite Harzoberfla-
che 42 angeordnet. Die zweiten Abschnitte 1122, die
funften Abschnitte 1222, der achte Abschnitt 1322
und der elfte Abschnitt 1422 Gberlappen bei einer
Betrachtung in der x-Richtung nicht mit dem Dich-
tungsharz 40.

[0089] Die vorliegende Ausfihrungsform ermdglicht
ebenfalls eine Oberflachenmontage des Halbleiter-
bauteils A20. Des Weiteren kann, da bei einer
Betrachtung in der z-Richtung ein Teil jedes der zwei-
ten Abschnitte 1122, der fiinften Abschnitte 1222,
des achten Abschnitts 1322 und des elften
Abschnitts 1422 mit dem Dichtungsharz 40 Uber-
lappt, die Montageflache des Halbleiterbauteils A20
in der x-Richtung verringert werden.

Dritte Ausflihrungsform:

[0090] Fig. 26 zeigt ein Halbleiterbauteil gemaf
einer dritten Ausflihrungsform der vorliegenden
Offenbarung. Ein Halbleiterbauteil A30 gemal der
vorliegenden Ausfiihrungsform weist keines der vor-
stehend beschriebenen Verbindungselemente 31, 32
und 33 auf.

[0091] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist die
zweite Anschlussrickoberflache 1212 des Pad-
Abschnitts 121 des zweiten Anschlusses 12 elekt-
risch mit der ersten Elektrode 201 des Halbleiterele-
ments 20 verbunden. Die dritte Anschlussriickober-
flache 1312 des Pad-Abschnitts 131 des dritten
Anschlusses 13 ist elektrisch mit der dritten Elekt-
rode 203 des Halbleiterelements 20 verbunden. Die
vierte Anschlussriickoberflache 1412 des Pad-
Abschnitts 141 des vierten Anschlusses 14 ist elekt-
risch mit der ersten Elektrode 201 des Halbleiterele-
ments 20 verbunden.

[0092] Die vorliegende Ausfihrungsform ermdglicht
ebenfalls eine Oberflachenmontage des Halbleiter-
bauteils A30. Wie aus der vorliegenden Ausfuh-
rungsform ersichtlich ist, kdénnen der zweite
Anschluss 12, der dritte Anschluss 13 und der vierte
Anschluss 14 auf verschiedene Weise elektrisch mit
dem Halbleiterelement 20 verbunden sein.

Vierte Ausfuhrungsform:

[0093] Fig. 27 zeigt ein Halbleiterbauteil geman
einer vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden
Offenbarung. Ein Halbleiterbauteil A40 in der vorlie-
genden Ausflihrungsform unterscheidet sich von
denen in den vorhergehenden Ausfiihrungsformen
durch die Konfiguration des ersten Anschlusses 11.

[0094] Der erste Anschluss 11 der vorliegenden
Ausfuhrungsform ist derart ausgebildet, dass der
Die-Pad-Abschnitt 111 und jeder der ersten
Abschnitte 1121 in der z-Richtung die gleiche (oder
im Wesentlichen die gleiche) Grofie haben. Der erste
Anschluss 11 weist einen Verbindungsabschnitt 113
auf. Der Verbindungsabschnitt 113 verbindet den
Die-Pad-Abschnitt 111 und die ersten Abschnitte
1121 der ersten Terminal-Abschnitte 112 miteinan-
der. Die ersten Abschnitte 1121 durchdringen bzw.
durchqueren die dritte Harzoberflache 43 und sind
von der zweiten Harzoberflache 42 auf der ersten
Seite in der z-Richtung beabstandet. In der vorlie-
genden Ausflihrungsform unterscheidet sich die
Position der ersten Anschlussvorderoberflache 1111
in der z-Richtung von der Position der Oberflache
jedes ersten Abschnitts 1121, die der ersten Seite in
der z-Richtung zugewandt ist, und den Positionen
der zweiten Anschlussvorderoberflache 1211, der
dritten Anschlussvorderoberflache 1311 und der vier-
ten Anschlussvorderoberflache 1411 in der z-Rich-
tung.

[0095] Die vorliegende Ausfihrungsform ermdglicht
ebenfalls eine Oberflachenmontage des Halbleiter-
bauteils A40. Wie aus der vorliegenden Ausfih-
rungsform ersichtlich ist, ist die Beziehung zwischen
der GroRe des Die-Pad-Abschnitts 111 in der z-Rich-
tung und der Grof3e jedes ersten Abschnitts 1121 in
der z-Richtung nicht besonders eingeschrankt.

[0096] Das Halbleiterbauteil gemal der vorliegen-
den Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschrie-
benen Ausfiihrungsformen eingeschrankt. Verschie-
dene Design-Anderungen kénnen an den
spezifischen Konfigurationen der Elemente des
Halbleiterbauteils geman der vorliegenden Erfindung
vorgenommen werden. Die vorliegende Offenbarung
umfasst die in den nachstehenden Klauseln
beschriebenen Ausflihrungsformen.

Klausel 1.

[0097] Halbleiterbauteil, aufweisend:
ein Halbleiterelement;

einen ersten Anschluss mit einem Die-Pad-
Abschnitt und einem ersten Terminal-Abschnitt,
wobei der Die-Pad-Abschnitt eine erste
Anschlussvorderoberflache, die einer ersten
Seite in einer Dickenrichtung zugewandt ist
und auf der das Halbleiterelement montiert ist,
und eine erste Anschlussriickoberflache, die
einer zweiten Seite in der Dickenrichtung zuge-
wandt ist, aufweist; und

ein Dichtungsharz mit einer ersten Harzoberfla-
che, die der ersten Seite in der Dickenrichtung
zugewandt ist, einer zweiten Harzoberflache,
die der zweiten Seite in der Dickenrichtung
zugewandt ist, und einer dritten Harzoberflache,
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die einer ersten Seite in einer ersten Richtung
senkrecht zu der Dickenrichtung zugewandt ist,
wobei das Dichtungsharz das Halbleiterelement
und einen Abschnitt des Die-Pad-Abschnitts
bedeckt,

wobei die erste Anschlussriickoberflache
gegeniber der zweiten Harzoberflache freige-
legt ist,

der erste Terminal-Abschnitt einen ersten
Abschnitt, der sich ausgehend von der dritten
Harzoberflache nach auf3en hin zu der ersten
Seite in der ersten Richtung erstreckt, einen
zweiten Abschnitt, der auf der ersten Seite in
der Dickenrichtung in Bezug auf den ersten
Abschnitt angeordnet ist und zum Montieren
verwendet wird, und einen dritten Abschnitt,
der zwischen dem ersten Abschnitt und dem
zweiten Abschnitt angeordnet ist, aufweist, und

der zweite Abschnitt mit dem Dichtungsharz bei
einer Betrachtung in der Dickenrichtung Uber-

lappt.

Klausel 2.

[0098] Halbleiterbauteil nach Klausel 1, wobei sich
der zweite Abschnitt ausgehend von dem dritten
Abschnitt hin zu einer zweiten Seite in der ersten
Richtung erstreckt.

Klausel 3.

[0099] Halbleiterbauteil nach Klausel 1 oder 2,
wobei sich der dritte Abschnitt ausgehend von dem
ersten Abschnitt hin zu der ersten Seite in der
Dickenrichtung erstreckt.

Klausel 4.

[0100] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 1
bis 3, wobei die erste Anschlussrickoberflache mit
der zweiten Harzoberflache biindig ist.

Klausel 5.

[0101] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 1
bis 4, wobei

das Dichtungsharz eine erste Aussparung aufweist,
die gegenuber der ersten Harzoberflache in der
Dickenrichtung ausgespart ist und zu der ersten
Seite hin in der ersten Richtung offen ist, und
zumindest ein Teil des zweiten Abschnitts in der ers-
ten Aussparung angeordnet bzw. aufgenommen ist.

Klausel 6.

[0102] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 1
bis 4, wobei bei einer Betrachtung in der Dickenrich-
tung zumindest ein Teil des zweiten Abschnitts mit
der zweiten Harzoberflache tUberlappt.

Klausel 7.

[0103] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 1
bis 6, wobei der Die-Pad-Abschnitt gréRer ist als
der erste Abschnitt des ersten Terminal-Abschnitts
in der Dickenrichtung.

Klausel 8.

[0104] Halbleiterbauteil nach Klausel 7, wobei eine
Seite des ersten Abschnitts mit der ersten
Anschlussvorderoberflache biindig ist.

Klausel 9.

[0105] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 1
bis 8, des Weiteren aufweisend:

ein Verbindungselement, das mit dem Halblei-
terelement verbunden ist; und

einen zweiten Anschluss, der auf der zweiten
Seite in der ersten Richtung in Bezug auf den
ersten Anschluss angeordnet ist und einen
Pad-Abschnitt, der eine zweite Anschlussvor-
deroberflache aufweist, die der ersten Seite in
der Dickenrichtung zugewandt ist, aufweist,

wobei das Verbindungselement mit der zweiten
Anschlussvorderoberflache verbunden ist.

Klausel 10.

[0106] Halbleiterbauteil nach Klausel 9,

wobei das Dichtungsharz eine vierte Harzoberflache
aufweist, die der zweiten Seite in der ersten Richtung
zugewandt ist,

der zweite Anschluss einen zweiten Terminal-
Abschnitt aufweist, der einen vierten Abschnitt, der
sich ausgehend von der vierten Harzoberflache
nach auBen hin zu der zweiten Seite in der ersten
Richtung erstreckt, einen finften Abschnitt, der auf
der ersten Seite in der Dickenrichtung in Bezug auf
den vierten Abschnitt angeordnet ist und zum Mon-
tieren verwendet wird, und einen sechsten Abschnitt,
der zwischen dem vierten Abschnitt und dem flinften
Abschnitt angeordnet ist, aufweist, und

der flinfte Abschnitt mit dem Dichtungsharz bei einer
Betrachtung in der Dickenrichtung Uberlappt.

Klausel 11.

[0107] Halbleiterbauteil nach Klausel 10, wobei sich
der flnfte Abschnitt ausgehend von dem sechsten
Abschnitt hin zu der ersten Seite in der ersten Rich-
tung erstreckt.

Klausel 12.

[0108] Halbleiterbauteil nach Klausel 10 oder 11,
wobei sich der sechste Abschnitt ausgehend von
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dem vierten Abschnitt hin zu der ersten Seite in der
Dickenrichtung erstreckt.

Klausel 13.

[0109] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 10
bis 12, wobei

das Dichtungsharz eine zweite Aussparung aufweist,
die gegeniber der ersten Harzoberflache in der
Dickenrichtung ausgespart ist und zu der zweiten
Seite hin in der ersten Richtung offen ist, und
zumindest ein Teil des funften Abschnitts in der zwei-
ten Aussparung angeordnet bzw. aufgenommen ist.

Klausel 14.

[0110] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 10
bis 12, wobei bei einer Betrachtung in der Dickenrich-
tung zumindest ein Teil des fiinften Abschnitts mit der
zweiten Harzoberflache Uberlappt.

Klausel 15.

[0111] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 10
bis 14, wobei die erste Anschlussvorderoberflache
und die zweite Anschlussvorderoberflache an einer
gleichen Position in der Dickenrichtung angeordnet
sind.

Klausel 16.

[0112] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 1
bis 15, wobei das Dichtungsharz eine Nut aufweist,
die gegeniber der zweiten Harzoberflache in der
Dickenrichtung ausgespart ist.

Klausel 17.

[0113] Halbleiterbauteil nach einer der Klauseln 1
bis 16, wobei das Dichtungsharz einen Vorsprung
aufweist, der gegeniiber der zweiten Harzoberflache
in der Dickenrichtung vorsteht.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0114] A10, A11, A12, A13, A14, A15, A20, A30,
A40: Halbleiterbauteil 10: Leitfahiges Element 11:
Erster Anschluss

12: Zweiter Anschluss 13: Dritter Anschluss

14: Vierter Anschluss 20: Halbleiterelement

29: Bondschicht 30: Halbleiterelement

31: Verbindungselement 32: Verbindungselement
33: Verbindungselement 40: Dichtungsharz (,sealing
resin®)

41: Erste Harzoberflache 42: Zweite Harzoberflache
43: Dritte Harzoberflache 44: Vierte Harzoberflache
45: Finfte Harzoberflache 46: Sechste Harzoberfla-
che

48: Vorsprung 49: Nut

52: Harzrlickoberflache 91: Warmesenke bzw. Kiihl-

koérper (,heat sink®)

92: Leiterplatte 111: Die-Pad-Abschnitt

112: Erster Terminal-Abschnitt 113: Verbindungsab-
schnitt

121: Pad-Abschnitt 122: Zweiter Terminal-Abschnitt
131: Pad-Abschnitt 132: Dritter Terminal-Abschnitt
141: Pad-Abschnitt 142: Vierter Terminal-Abschnitt
201: Erste Elektrode 202: Zweite Elektrode

203: Dritte Elektrode 205: Halbleiterschicht

471: Erste Aussparung 472: Zweite Aussparung
919: Folienelement (,sheet member®) 921: Lot

1111: Erste Anschlussvorderoberflache

1112: Erste Anschlussriickoberflache

1113: Erste Anschlussseitenoberflache

1114: Erste Zwischenoberflache

1121: Erster Abschnitt 1122: Zweiter Abschnitt

1123: Dritter Abschnitt 1211: Zweite Anschlussvor-
deroberflache 1212: Zweite Anschlussriickoberfla-
che 1221: Vierter Abschnitt 1222: Flnfter Abschnitt
1223: Sechster Abschnitt

1311: Dritte Anschlussvorderoberflache

1312: Dritte Anschlussriickoberflache

1321: Siebter Abschnitt 1322: Achter Abschnitt
1323: Neunter Abschnitt 1411: Vierte Anschlussvor-
deroberflache 1412: Vierte Anschlussriickoberflache
1421: Zehnter Abschnitt 1422: Elfter Abschnitt 1423:
Zwolfter Abschnitt

Gz: Abstand

Patentanspriiche

1. Halbleiterbauteil, aufweisend:
ein Halbleiterelement;
einen ersten Anschluss mit einem Die-Pad-
Abschnitt und einem ersten Terminal-Abschnitt,
wobei der Die-Pad-Abschnitt eine erste Anschluss-
vorderoberflache, die einer ersten Seite in einer
Dickenrichtung zugewandt ist und auf der das Halb-
leiterelement montiert ist, und eine erste Anschluss-
rickoberflache, die einer zweiten Seite in der
Dickenrichtung zugewandt ist, aufweist; und
ein Dichtungsharz mit einer ersten Harzoberflache,
die der ersten Seite in der Dickenrichtung zuge-
wandt ist, einer zweiten Harzoberflache, die der
zweiten Seite in der Dickenrichtung zugewandt ist,
und einer dritten Harzoberflache, die einer ersten
Seite in einer ersten Richtung senkrecht zu der
Dickenrichtung zugewandt ist, wobei das Dichtungs-
harz das Halbleiterelement und einen Abschnitt des
Die-Pad-Abschnitts bedeckt,
wobei die erste Anschlussriickoberflache gegeniber
der zweiten Harzoberflache freigelegt ist,
der erste Terminal-Abschnitt einen ersten Abschnitt,
der sich ausgehend von der dritten Harzoberflache
nach auf’en hin zu der ersten Seite in der ersten
Richtung erstreckt, einen zweiten Abschnitt, der
auf der ersten Seite in der Dickenrichtung in Bezug
auf den ersten Abschnitt angeordnet ist und zum
Montieren verwendet wird, und einen dritten
Abschnitt, der zwischen dem ersten Abschnitt und
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dem zweiten Abschnitt angeordnet ist, aufweist, und
der zweite Abschnitt mit dem Dichtungsharz bei
einer Betrachtung in der Dickenrichtung tberlappt.

2. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, wobei sich
der zweite Abschnitt ausgehend von dem dritten
Abschnitt hin zu einer zweiten Seite in der ersten
Richtung erstreckt.

3. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder 2,
wobei sich der dritte Abschnitt ausgehend von dem
ersten Abschnitt hin zu der ersten Seite in der
Dickenrichtung erstreckt.

4. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 3, wobei die erste Anschlussriickoberflache mit
der zweiten Harzoberflache bindig ist.

5. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 4, wobei
das Dichtungsharz eine erste Aussparung aufweist,
die gegeniber der ersten Harzoberflache in der
Dickenrichtung ausgespart ist und zu der ersten
Seite hin in der ersten Richtung offen ist, und
zumindest ein Teil des zweiten Abschnitts in der ers-
ten Aussparung angeordnet ist.

6. Halbleiterbauteil nach einem der Ansprtiche 1
bis 4, wobei bei einer Betrachtung in der Dickenrich-
tung zumindest ein Teil des zweiten Abschnitts mit
der zweiten Harzoberflache Uberlappt.

7. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 1
bis 6, wobei der Die-Pad-Abschnitt groRer ist als der
erste Abschnitt des ersten Terminal-Abschnitts in
der Dickenrichtung.

8. Halbleiterbauteil nach Anspruch 7, wobei eine
Seite des ersten Abschnitts mit der ersten
Anschlussvorderoberflache bundig ist.

9. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriche 1
bis 8, des Weiteren aufweisend:
ein Verbindungselement, das mit dem Halbleiterele-
ment verbunden ist; und
einen zweiten Anschluss, der auf der zweiten Seite
in der ersten Richtung in Bezug auf den ersten
Anschluss angeordnet ist und einen Pad-Abschnitt,
der eine zweite Anschlussvorderoberflaiche auf-
weist, die der ersten Seite in der Dickenrichtung
zugewandt ist, aufweist,
wobei das Verbindungselement mit der zweiten
Anschlussvorderoberflache verbunden ist.

10. Halbleiterbauteil nach Anspruch 9,
wobei das Dichtungsharz eine vierte Harzoberflache
aufweist, die der zweiten Seite in der ersten Rich-
tung zugewandt ist,
der zweite Anschluss einen zweiten Terminal-
Abschnitt aufweist, der einen vierten Abschnitt, der

sich ausgehend von der vierten Harzoberflache
nach auflen hin zu der zweiten Seite in der ersten
Richtung erstreckt, einen flnften Abschnitt, der auf
der ersten Seite in der Dickenrichtung in Bezug auf
den vierten Abschnitt angeordnet ist und zum Mon-
tieren verwendet wird, und einen sechsten
Abschnitt, der zwischen dem vierten Abschnitt und
dem flnften Abschnitt angeordnet ist, aufweist, und
der funfte Abschnitt mit dem Dichtungsharz bei einer
Betrachtung in der Dickenrichtung Uberlappt.

11. Halbleiterbauteil nach Anspruch 10, wobei
sich der flinfte Abschnitt ausgehend von dem sechs-
ten Abschnitt hin zu der ersten Seite in der ersten
Richtung erstreckt.

12. Halbleiterbauteil nach Anspruch 10 oder 11,
wobei sich der sechste Abschnitt ausgehend von
dem vierten Abschnitt hin zu der ersten Seite in
der Dickenrichtung erstreckt.

13. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche
10 bis 12, wobei
das Dichtungsharz eine zweite Aussparung auf-
weist, die gegenilber der ersten Harzoberflache in
der Dickenrichtung ausgespart ist und zu der zwei-
ten Seite hin in der ersten Richtung offen ist, und
zumindest ein Teil des finften Abschnitts in der
zweiten Aussparung angeordnet ist.

14. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche
10 bis 12, wobei bei einer Betrachtung in der
Dickenrichtung zumindest ein Teil des flunften
Abschnitts mit der zweiten Harzoberflache uber-

lappt.

15. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche
10 bis 14, wobei die erste Anschlussvorderoberfla-
che und die zweite Anschlussvorderoberflache an
einer gleichen Position in der Dickenrichtung ange-
ordnet sind.

16. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche
1 bis 15, wobei das Dichtungsharz eine Nut auf-
weist, die gegeniber der zweiten Harzoberflache in
der Dickenrichtung ausgespart ist.

17. Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche
1 bis 16, wobei das Dichtungsharz einen Vorsprung
aufweist, der gegenuber der zweiten Harzoberflache
in der Dickenrichtung vorsteht.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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